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(57)【要約】
【課題】  イオン注入処理直後に基板表面に残留する余
剰なドーパント成分あるいは生成物を除去することがで
きる薄膜トランジスタの製造方法及び装置を提供する。
【解決手段】  絶縁基板上に薄膜トランジスタを形成す
る薄膜トランジスタの製造方法であって、イオン状態で
あるｎ型又はｐ型の不純物を電界によって加速して半導
体膜に注入し、続いて不純物の注入によって熱硬化した
レジストの表面をアッシングして削り取り、その直後に
レジストを洗浄により完全に剥離するとともに、製造対
象となる絶縁基板ごとに、専用の搬送カセットに収納し
て製造処理を行うことによって、他の絶縁基板と独立し
て製造処理を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  絶縁基板上に薄膜トランジスタを形成す
る薄膜トランジスタの製造方法であって、
イオン状態であるｎ型又はｐ型の不純物を電界によって
加速して半導体膜に注入する第１の工程と、
前記不純物の注入によって熱硬化したレジストの表面を
アッシングして削り取る第２の工程と、
前記レジストを洗浄により完全に剥離する第３の工程と
を含み、
前記第１の工程、前記第２の工程、及び前記第３の工程
を連続して行うことを特徴とする薄膜トランジスタの製
造方法。
【請求項２】  連続して行われる前記第１の工程、前記
第２の工程、及び前記第３の工程において、
製造対象となる前記絶縁基板ごとに、専用の搬送カセッ
トに収納して製造処理を行うことによって、他の前記絶
縁基板と独立して製造処理を行う請求項１記載の薄膜ト
ランジスタの製造方法。
【請求項３】  イオン状態である不純物を電界によって
加速して半導体膜に注入するイオンシャワー方式のイオ
ン注入機と、
前記不純物の注入によって熱硬化したレジストの表面を
アッシングして削り取るアッシングチャンバと、
そのままレジストを完全に剥離する洗浄機とを含み、
製造対象となる基板ごとに専用の搬送カセットに収納
し、他の前記基板とは独立して、前記イオン注入機によ
りイオン状態であるｎ型又はｐ型の不純物を注入し、続
いて前記アッシングチャンバによりレジスト表面を削り
取り、直後に前記洗浄機によりレジストを剥離すること
を特徴とする薄膜トランジスタの製造装置。
【請求項４】  外部から隔離された独立した雰囲気中
で、製造対象となる基板ごとに専用の搬送カセットに収
納し、他の搬送カセットとは独立して、前記イオン注入
機によりイオン状態であるｎ型又はｐ型の不純物を注入
し、前記アッシングチャンバによりレジスト表面を削り
取り、前記洗浄機によりレジストを剥離する請求項３記
載の薄膜トランジスタの製造装置。
【請求項５】  請求項１又は２記載の薄膜トランジスタ
の製造方法により製造された薄膜トランジスタを用いる
ことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】  請求項３又は４記載の薄膜トランジスタ
の製造装置により製造された薄膜トランジスタを用いる
ことを特徴とする液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
クス方式の液晶表示装置等に用いられる薄膜トランジス
タの製造方法及びその製造装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の薄膜トランジスタの製造方法につ
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いて図２及び図３を参照しながら説明する。図２は、薄
膜トランジスタの製造装置における各機能装置相互間の
関係を模式的に示した図であり、図３は製造される薄膜
トランジスタの工程断面図の１つである。
【０００３】まず、マルチチャンバタイプのプラズマＣ
ＶＤ装置６を用いて、ガラス基板３１上にＳｉＯ

2
膜３

２を形成し、その上に連続してアモルファスシリコン膜
を形成する。次に、アニール炉において脱水素処理を施
した後、エキシマレーザアニール５によってアモルファ
スシリコン膜をポリシリコン膜３３として結晶化させ
る。
【０００４】次に、フォトマスク工程７において、トラ
ンジスタを形成する領域をレジストパターンで覆い、ド
ライエッチング装置を用いてレジストで覆われていない
部分のポリシリコン膜３３を除去した後、レジストを完
全に取り除きトランジスタを形成するポリシリコン領域
を確保する。
【０００５】そして、プラズマＣＶＤ装置６を用いて、
トランジスタのゲート絶縁膜３４となるＳｉＯ
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膜を形

成する。その後、スパッタ装置（図示せず）を用いてゲ
ートメタル３５を堆積させた後、フォトマスク工程７を
経て、ゲート配線を形成する部分をレジスト３６で覆
い、ドライエッチング装置を用いてレジスト３６で覆わ
れていない部分のゲートメタル３５を除去した後にレジ
スト３６を完全に除去する。
【０００６】次に、図３に示すように、フォトマスク工
程においてｐチャネルトランジスタを作る部分をレジス
トで覆い、イオン注入装置１において原料ガスを分解し
てイオン化したイオンシャワーによって、ｎチャネル部
分に不純物としてＰ（リン）を注入する。
【０００７】次に、アッシング装置２においてレジスト
の表面を削り取ってから、レジスト剥離洗浄装置３にお
いてレジストを完全に取り除くことになる。そして、フ
ォトマスク工程７においてｎチャネルトランジスタを作
る部分をレジストによって覆い、イオン注入装置１にお
いてｐチャネル部分に不純物としてＢ（ホウ素）を注入
する。その後、活性化処理を行い、層間絶縁膜及び配線
電極を形成してから、プラズマ水素化処理を行うことに
よって、ＣＭＯＳ構造の薄膜トランジスタが完成する。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図２に
示すような従来の製造装置においては、１から７までに
示した各機能装置間を、製造対象となる基板を基板搬送
用の搬送カセットに収納して、各搬送カセットごとに搬
送ロボット４を用いて搬送していた。そして、イオン注
入によって焼き付き、あるいは硬化したレジスト膜の表
面のみをアッシングによって削り取った後に、有機溶剤
を用いたレジスト剥離洗浄装置３によってドーピングす
る際のマスクとなるレジスト膜の除去をする処理を行な
っていた。
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【０００９】この場合、イオン注入工程においてドーピ
ングチャンバから基板が出てくる際に、基板表面に残留
しているドーパントの成分によって、基板表面がドーパ
ントそのもの、あるいは大気によって生成されるコンタ
ミによって汚染されるおそれがある。また、基板を収納
する搬送カセットや搬送カセットを運搬する搬送ロボッ
ト４等が汚染され、これが再び他の基板を汚染すること
も考えられる。かかる基板の汚染によって、トランジス
タ特性がシフトしてしまい、特性にバラツキが生じるこ
とも考えられ、それによって歩留まり率が低下してしま
うという問題が生じていた。
【００１０】本発明は、上記問題を解決するために、イ
オン注入処理直後に基板表面に残留する余剰なドーパン
ト成分あるいは生成物を除去することができる薄膜トラ
ンジスタの製造方法及び装置を提供することを目的とす
る。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明にかかる薄膜トランジスタの製造方法は、絶縁
基板上に薄膜トランジスタを形成する薄膜トランジスタ
の製造方法であって、イオン状態であるｎ型又はｐ型の
不純物を電界によって加速して半導体膜に注入する第１
の工程と、不純物の注入によって熱硬化したレジストの
表面をアッシングして削り取る第２の工程と、レジスト
を洗浄により完全に剥離する第３の工程とを含み、第１
の工程、第２の工程、及び第３の工程を連続して行うこ
とを特徴とする。
【００１２】かかる構成により、薄膜トランジスタの製
造過程のｐチャネルトランジスタ、あるいはｎチャネル
トランジスタを形成するイオン注入工程において、注入
処理後からアッシング、洗浄を連続して処理することに
よって、処理した基板表面に残留するドーパントの成
分、あるいは生成物を完全に除去することができ、基板
表面の汚染を未然に防止することができることから、ト
ランジスタの特性シフトが低下して、歩留まり率の向上
が可能となる。
【００１３】また、本発明にかかる薄膜トランジスタの
製造方法は、連続して行われる第１の工程、第２の工
程、及び第３の工程において、製造対象となる絶縁基板
ごとに、専用の搬送カセットに収納して製造処理を行う
ことによって、他の絶縁基板と独立して製造処理を行う
ことが好ましい。搬送するカセットやロボット等を基板
ごとに独立したものとすることによって、たとえ基板表
面が汚染された場合であっても、他の基板を搬送するカ
セット・ロボット等への汚染を未然に防止することがで
き、結果としてトランジスタの特性シフトが低下して、
歩留まり率の向上が可能となるからである。
【００１４】次に、上記目的を達成するために本発明に
かかる薄膜トランジスタの製造装置は、イオン状態であ
る不純物を電界によって加速して半導体膜に注入するイ
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オンシャワー方式のイオン注入機と、不純物の注入によ
って熱硬化したレジストの表面をアッシングして削り取
るアッシングチャンバと、そのままレジストを完全に剥
離する洗浄機とを含み、製造対象となる基板ごとに専用
の搬送カセットに収納し、他の基板とは独立して、イオ
ン注入機によりイオン状態であるｎ型又はｐ型の不純物
を注入し、続いてアッシングチャンバによりレジスト表
面を削り取り、直後に洗浄機によりレジストを剥離する
ことを特徴とする。
【００１５】かかる構成により、薄膜トランジスタの製
造過程のｐチャネルトランジスタ、あるいはｎチャネル
トランジスタを形成するイオン注入工程において、注入
処理後からアッシング、洗浄を連続して処理することに
よって、処理した基板表面に残留するドーパントの成
分、あるいは生成物を完全に除去することができ、基板
表面の汚染を未然に防止することができることから、ト
ランジスタの特性シフトが低下して、歩留まり率の向上
が可能となる。
【００１６】また、搬送するカセットやロボット等を基
板ごとに独立したものとすることによって、たとえ基板
表面が汚染された場合であっても、他の基板を搬送する
カセット・ロボット等への汚染を未然に防止することが
でき、結果としてトランジスタの特性シフトが低下し
て、歩留まり率の向上が可能となる。
【００１７】また、本発明にかかる薄膜トランジスタの
製造装置は、外部から隔離された独立した雰囲気中で、
製造対象となる基板ごとに専用の搬送カセットに収納
し、他の搬送カセットとは独立して、イオン注入機によ
りイオン状態であるｎ型又はｐ型の不純物を注入し、ア
ッシングチャンバによりレジスト表面を削り取り、洗浄
機によりレジストを剥離することが好ましい。たとえ基
板表面が汚染された場合であっても、より確実に他の基
板を搬送するカセット・ロボット等への汚染を防止する
ことができるからである。
【００１８】次に、上記目的を達成するために本発明に
かかる液晶表示装置は、上述したような薄膜トランジス
タの製造方法又は製造装置により製造された薄膜トラン
ジスタを用いることを特徴とする。
【００１９】かかる構成により、薄膜トランジスタの製
造過程のｐチャネルトランジスタ、あるいはｎチャネル
トランジスタを形成するイオン注入工程において、注入
処理後からアッシング、洗浄を連続して処理することに
よって、処理した基板表面に残留するドーパントの成
分、あるいは生成物を完全に除去することができ、基板
表面の汚染を未然に防止することができることから、ト
ランジスタの特性シフトが低下して、表示品質の保持さ
れた液晶表示装置を提供することが可能となる。
【００２０】また、搬送するカセットやロボット等を基
板ごとに独立したものとすることによって、たとえ基板
表面が汚染された場合であっても、他の基板を搬送する
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カセット・ロボット等への汚染を未然に防止することが
でき、結果としてトランジスタの特性シフトが低下し
て、表示品質の保持された液晶表示装置を提供すること
が可能となる。
【００２１】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態にかか
る薄膜トランジスタの製造方法について、図面を参照し
ながら説明する。図１は本発明の実施の形態にかかる薄
膜トランジスタの製造装置における各機能装置相互間の
関係を模式的に示した図である。
【００２２】図１において、まずマルチチャンバタイプ
のプラズマＣＶＤ装置６を用いて、ガラス基板上にＳｉ
Ｏ

2
膜を形成し、別のチャンバによって連続してアモル

ファスシリコン膜を形成する。次に、アニール炉にて脱
水素処理を施した後、エキシマレーザアニール５によっ
てアモルファスシリコン膜をポリシリコン膜に結晶化さ
せる。
【００２３】次に、フォトマスク工程において、トラン
ジスタを形成する領域をレジストパターンで覆い、ドラ
イエッチング装置を用いてレジストで覆われていない部
分のポリシリコンを除去した後、レジストを完全に取り
除きトランジスタを形成するポリシリコン領域を確保す
る。
【００２４】そして、プラズマＣＶＤ装置６を用いて、
トランジスタのゲート絶縁膜となるＳｉＯ

2
膜を形成す

る。その後、スパッタ装置（図示せず）を用いてゲート
メタルを堆積させた後、フォトマスク工程７を経て、ゲ
ート配線を形成する部分をレジストで覆い、ドライエッ
チング装置を用いてレジストで覆われていない部分のゲ
ートメタルを除去した後にレジストを完全に除去する。
【００２５】次に、フォトマスク工程７において、ｐチ
ャネルトランジスタを作る部分をレジストで覆う。ここ
で、原料ガスを分解してイオン化し、加速電圧を印加す
ることによって生じるイオンシャワーの状態で、イオン
注入装置１１によって不純物としてＰ（リン）を注入す
る。
【００２６】次に、アッシング装置２２によってレジス
トの表面をアッシングしてから、レジスト剥離洗浄装置
２３によってイオン注入処理によって熱硬化したレジス
トを完全に取り除くまでの処理を、インラインで外部か
ら完全に独立した雰囲気中であり、かつ専用の搬送カセ
ットや搬送ロボットを有する装置を用いて連続して処理
を行う。
【００２７】次に、フォトマスク工程７において、ｎチ
ャネルトランジスタを作る部分をレジストで覆い、ｐチ
ャネル部分に不純物としてＢ（ホウ素）をイオン注入装
置２１で注入する。不純物の注入後は、アッシング装置
２２によってイオン注入処理によって熱硬化したレジス
トの表面をアッシングしてから、レジスト剥離洗浄装置
２３によってレジストを完全に取り除くまでの処理を、*
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*他の搬送系から完全に独立した雰囲気中であり、かつ専
用の搬送カセットや搬送ロボットを有する装置を用いて
連続して処理を行い、その後層間絶縁膜、配線電極の形
成、水素プラズマ処理を経て薄膜トランジスタを作成す
る。
【００２８】以上のように本実施の形態によれば、薄膜
トランジスタの製造過程のｐチャネルトランジスタ、あ
るいはｎチャネルトランジスタを形成するイオン注入工
程において、注入処理後からアッシング、洗浄を連続し
て処理することによって、処理した基板表面に残留する
ドーパントの成分、あるいは生成物を完全に除去するこ
とができ、基板表面の汚染を未然に防止することが可能
となる。また、搬送するカセットやロボット等を基板ご
とに独立したものとすることによって、たとえ基板表面
が汚染された場合であっても、他の基板を搬送するカセ
ット・ロボット等への汚染を未然に防止することがで
き、結果としてトランジスタの特性シフトが低下して、
歩留まり率の向上が可能となる。
【００２９】
【発明の効果】以上のように本発明にかかる薄膜トラン
ジスタの製造方法によれば、薄膜トランジスタの製造過
程におけるイオン注入工程において、注入処理後からア
ッシング、洗浄を連続して処理することができ、処理し
た基板表面に残留するドーパントの成分や生成物を完全
に除去することができ、基板表面の汚染を未然に防止す
ることが可能となる。
【００３０】また、搬送するカセットやロボット等を基
板ごとに独立したものとすることによって、たとえ基板
表面が汚染された場合であっても、他の基板を搬送する
カセット・ロボット等への汚染を未然に防止することが
でき、結果としてトランジスタの特性シフトが低下し
て、歩留まり率の向上が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態にかかる薄膜トランジス
タの製造装置における各機能装置相互間の関係模式図
【図２】  従来の薄膜トランジスタの製造装置における
各機能装置相互間の関係模式図
【図３】  従来の薄膜トランジスタの製造方法における
一工程断面図
【符号の説明】
１  イオン注入装置
２  アッシング装置
３  レジスト剥離洗浄装置
４  搬送カセット・搬送ロボット
５  レーザアニール装置
６  ＣＶＤ装置
７  フォトマスク工程
１１  イオン注入装置（Ｂ注入用）
１２  アッシング装置（Ｂ用）
１３  レジスト剥離洗浄装置（Ｂ用）
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２１  イオン注入装置（Ｐ注入用）
２２  アッシング装置（Ｐ用）
２３  レジスト剥離．洗浄装置（Ｐ用）
３１  基板
３２  ＳｉＯ

2
膜 *

8
*３３  ポリシリコン腹
３４  ゲート絶縁膜
３５  ゲートメタル
３６  レジスト

【図１】 【図２】

【図３】
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